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(57) Abstract 

The invention concerns a method for 
making a thin him on a support consisting 
in the following: a step of ionic implantation 
for delimiting the thin film in a substrate, 
the purpose of the ionic implantation being 
to produce a layer of micro-cavities in the 
substrate; a step of fixing by close contact 
the substrate on a support element and a step 
of thermal treatment for bringing the layer of 
micro-cavities to a temperature suitable for 
causing a cleavage along this layer. At least 
one of the elements, substrate or support, is 
bevelled before the thermal treatment so as to 

preserve the close contact between the substrate and the support despite the stresses induced in the elements and resulting from the difference 
in their thermal expansion coefficient 




(57) Abrege* 

L'invention concerne un proc6d6 de fabrication d'un film mince sur un support qui met en oeuvre une 6tape d'implantation ionique 
pour d61imiter le film mince dans un substrat, V implantation ionique ayant pour objet de creer une couche de microcavites dans le substrat, 
une dtape de fixation par contact intime du substrat sur un 616ment support et une 6tape de traitement thermique destinee a porter la couche 
de microcavites a une temp6rature suffisante pour provoquer un clivage le long de cette couche. Au moins Tun des 616ments, substrat 
ou support, est aminci avant T6tape de traitement thermique de facon a preserver le contact intime entre substrat et support malgre* les 
contraintes induites dans les elements et resultant de la diff6rence de leur coefficient de dilatation thermique. 
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PROCEDE DE FABRICATION D 'UN FIIM MINCE 
SUR UN SUPPORT ET STRUCTURE AINSI OBTENUE 

5 

Domaine technique 

La presente invention concerne un procede de 
fabrication d f un film mince de materiau solide sur un 
10 support, en particulier lorsque ce materiau solide et 
ce support presentent des comportements thermiques 
differents. Le film mince peut etre en materiau 
semiconducteur ou non. L 1 invention concerne egalement 
la structure obtenue par ce procede de fabrication. 

15 

Etat de la technique anterieure 

On connait de nombreux procedes de realisation 
de films minces de materiau solide. Ces procedes 

20 dependent de la nature du materiau et de I'epaisseur du 
film desire. On peut ainsi deposer des films minces 
d f un materiau solide sur la surface d'une piece par 
projection, pulverisation, electrodeposition, etc. On 
peut aussi obtenir un film mince en amincissant une 

25 plaquette du materiau desire par abrasion 
mecanochimique ou chimique, le film mince obtenu etant 
ensuite colle ou fixe sur une piece servant de support. 

Generalement, la fixation d f un film mince sur 
la surface d f une piece est destinee a modifier 

30 superf iciellement les proprietes de la piece. 

Dans le domaine des semiconducteurs, on est 
aussi quelquefois amene a realiser des films minces de 
semiconducteurs, par exemple pour fabriquer des 
substrats dits "Silicium Sur Isolant" . Differentes 

35 methodes de realisation de films minces semiconducteurs 
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ont ete developpees. L'une des methodes les plus 
recentes est basee sur le fait que 1 1 implantation 
d'ions d'un gaz rare ou d'hydrogene dans un materiau 
semiconducteur induit la formation de zones fragilisees 
5 a une profondeur voisine de la profondeur moyenne de 
penetration des ions. Le document FR-A-2 681 472 
divulgue un procede qui utilise cette propriete pour 
obtenir un film mince de materiau semiconducteur. Ce 
procede consiste a soumettre une plaquette du materiau 
10 semiconducteur desire et comportant une face plane aux 
etapes suivantes : 

- une premiere etape d 1 implantation par 
bombardement de la face plane de la plaquette au moyen 
d'ions creant, dans le volume de la plaquette et a une 

15 profondeur voisine de la profondeur de penetration des 
ions, une couche de "microbulles gazeuses" separant la 
plaquette en une region inferieure constituant la masse 
du substrat et une region superieure constituant le 
film mince, les ions etant choisis parmi les ions de 

20 gaz rares ou de gaz hydrogene ; 

- une deuxieme etape de mise en contact intime 
de la face plane de la plaquette avec un support (ou 
raidisseur) constitue au moins d'une couche de materiau 
rigide. Ce contact intime pouvant etre realise par 

25 exemple a 1 1 aide d'une substance adhesive, par l'effet 
d'une preparation prealable des surfaces et d'un 
traitement thermique ou/et electrostatique pour 
favoriser les liaisons interatomiques entre le support 
et la plaquette ; 

30 - une troisieme etape de traitement thermique 

de 1' ensemble plaquette et support a une temperature 
superieure a la temperature durant laquelle 
1 1 implantation a ete effectuee et suffisante pour creer 
une separation entre le film mince et la masse du 
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substrat. Cette temperature est d 1 environ 400°C pour du 
silicium. 

Dans ce document, on propose 1 1 explication 
suivante aux differents phenomenes constates par 
5 1 f experience. Tout d'abord, la premiere etape 
d 1 implantation ionique est menee en presentant a un 
faisceau d'ions une face plane d'une plaquette de 
materiau semiconducteur, le plan de cette face plane 
etant soit sensiblement parallele a un plan 

10 cristallographique principal dans le cas ou le materiau 
semiconducteur est parfaitement monocristallin, soit 
faiblement incline par rapport a un plan 
cristallographique principal de memes indices pour tous 
les grains dans le cas ou le materiau est 

15 polycristallin . On cree ainsi dans le volume de la 
plaquette, a une profondeur voisine de la profondeur 
moyenne de penetration des ions, une couche de 
"microbulles gazeuses" delimitant, dans le volume de la 
plaquette deux regions separees par cette couche : une 

20 region destinee a constituer le film mince et une 
region formant le reste du substrat. Par l 1 expression 
"microbulle gazeuse" on entend toute cavite ou 
microcavite generee par 1 1 implantation d'ions de gaz 
hydrogene ou de gaz rares dans le materiau. Les cavites 

25 peuvent se presenter sous forme tres aplatie, c f est-a- 
dire de faible hauteur, par exemple de Pordre de 
quelques distances inter-atomiques, aussi bien que sous 
forme sensiblement hemispherique ou sous tout autre 
forme differente des deux formes precedentes. Ces 

30 cavites peuvent ou non contenir une phase gazeuse. Au 
cours de la troisieme etape, le traitement thermique 
est realise a une temperature suffisante pour creer, 
par effet de rearrangement cristallin dans le materiau 
semiconducteur tel que par exemple par effet de 
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croissance des microcavites et/ou par effet de pression 
des microbulles, la separation entre les deux regions. 

En fait, il semble que ce procede peut 
s'appliquer a . tous les types de materiaux solides, 
5 cristallins ou non. II est possible d'appliquer ce 
procede a des materiaux dielectriques, conducteurs, 
semi-isolants, ainsi qu f a des materiaux semiconducteurs 
amorphes. En outre, ce procede ne modifie pas 
f ondamentalement les proprietes du materiau auquel il 

10 s 1 applique. 

L' implantation d'ions de gaz hydrogene ou de 
gaz rares peut done aussi provoquer la formation de 
microcavites dans des materiaux solides autres qu'un 
materiau semiconducteur cristallin, et un traitement 

15 thermique subsequent peut provoquer un clivage dans la 
masse du materiau si l'etape d ' implantation a ete menee 
de fagon a obtenir une couche de microcavites. 

En outre, l'etape de traitement thermique qui 
permet le clivage est definie pref erentiellement par 

20 rapport a un budget thermique qui depend du budget 
thermique de l'etape d 1 implantation ionique et de la 
dose et de l'energie des ions implantes et 
eventuellement d 1 autres budgets thermiques induits par 
d 1 autres etapes. Ainsi, dans certains cas on peut avoir 

25 un recuit a une temperature inferieure a celle de 
1 1 implantation. 

Cependant, 1 ' application de ce procede peut 
presenter certains problemes lorsque le substrat dans 
lequel on a delimite un film mince et le raidisseur ont 

30 des coefficients de dilatation thermique differents ou 
du moins trop differents. En effet, dans ce cas, il 
existe, au cours de l'etape de traitement thermique, 
une competition entre les forces d f adherence maintenant 
le substrat implante et le raidisseur en contact 

35 intime, les forces dues aux differences de coefficients 
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5 

de dilatation thermique (qui ont tendance a separer le 
substrat du raidisseur) et les forces qui conduisent a 
la fracture au niveau des microcavites induites par 
1 1 implantation d'ions. 
5 A priori , il n'est pas evident de prevoir le 

mecanisme qui predomine au cours de l'etape de 
traitement thermique. Cependant, les inventeurs de la 
presente invention ont mis en evidence le fait qu'il 
peut se produire une separation au niveau de 

10 1' interface de mise en contact du substrat et du 
raidisseur au cours de ce traitement thermique et non 
au niveau de la zone de microcavites lorsque les 
materiaux constituant le substrat et le raidisseur ont 
des coefficients de dilatation thermique differents. 

15 Pour la mise en oeuvre du procede de 

realisation d'un film mince selon le document FR-A- 
2 681 472, on peut poser comme definition que deux 
materiaux ont des coefficients de dilatation thermique 
differents dans une gamme de temperature donnee, 

20 lorsque la mise en contact intime de ces deux 
materiaux, formant des elements d'epaisseurs 
considerees comme voisines ne supportent pas un 
traitement thermique dans la gamme de temperature 
donnee. Ce phenomene se traduit alors par la separation 

25 des deux elements. 

Expose de 1 1 invention 

Pour remedier a cet inconvenient, on propose 
30 selon la presente invention d ! appliquer 1 ' etape de 
traitement thermique a l f ensemble constitue par le 
raidisseur et le substrat implante mis en contact 
intime lorsqu ! au moins 1 1 un de ces elements a ete mis 
sous forme d'une couche mince. Dans ce cas, la couche 
35 mince est suffisamment elastique pour subir la 
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deformation induite par l 1 autre materiau sans que les 
deux materiaux ne se separent. 

On propose done de jouer sur l'epaisseur de 
I'un des elements de 1' ensemble pour que cet element, 
5 rendu suffisamment mince, puisse suivre les 
deformations imposees par l f autre element pendant 
1' etape de traitement thermique. Un clivage dans le 
plan des microcavites pourra done se produire sans 
probleme pour fournir le film mince des ire • 
10 L' invention a done pour objet un procede de 

fabrication d'un film mince en un premier materiau sur 
un support en un deuxieme materiau, comprenant : 

- une etape d* implantation ionique au cours de 
laquelle une face d ! un substrat dudit premier materiau 

15 est bombardee par des ions afin de creer, dans le 
volume du substrat et a une profondeur voisine de la 
profondeur moyenne de penetration des ions, une couche 
de microcavites separant le substrat en deux regions, 
la region situee entre ladite face bombardee du 

20 substrat et la couche de microcavites constituant le 
film mince, 

- une etape de fixation par mise en contact 
intime de ladite face bombardee du substrat avec une 
face correspondante du support, 

25 - une etape finale de traitement thermique 

destinee a porter la couche de microcavites a une 
temperature suffisante pour provoquer une separation 
entre les deux regions du substrat, 

le procede etant caracterise en ce qu f il comprend en 
30 outre une etape d' amincissement d f au moins l'un desdits 
elements, substrat ou support, l'epaisseur de 1 ! element 
aminci etant telle que 1' ensemble constitue par les 
elements fixes entre eux par ladite mise en contact 
intime peut subir l 1 etape de traitement thermique 
35 provoquant ladite separation tout en preservant ledit 
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contact intime malgre les contraintes induites dans 
lesdits elements et resultant de la difference de leur 
coefficient de dilatation thermique. 

L'etape d 1 aminci ssement, lorsqu'elle concerne 
5 le substrat, peut intervenir avant l 1 etape 
d' implantation ionique, ou acres 1 1 etape d 1 implantation 
ionique et avant l 1 etape de fixation au support, ou 
encore apres 1' etape de fixation au support et avant 
l 1 etape finale de traitement thermique. 
10 L 1 invention a aussi pour objet un procede de 

fabrication d'un film mince en un premier materiau sur 
un support en un deuxieme materiau comprenant les 
etapes suivantes : 

- une etape de fixation d'un substrat dudit 
15 premier materiau, presentant deux faces principales 

paralleles, sur un premier element support par mise en 
contact intime de l'une * des faces principales du 
substrat avec une face correspondante du premier 
element support, 

20 - une etape d 1 amincissement dudit substrat a 

partir de son autre face principale, I'epaisseur du 
substrat aminci etant telle qu'il peut subir 1' etape de 
traitement thermique posterieure tout en preservant 
tout contact intime desire avec d'autres elements 

25 malgre. des contraintes induites resultant de 
differences de coefficients de dilatation thermique 
entre le substrat et ces autres elements, 

- une etape d 1 implantation ionique au cours de 
laquelle la face principale libre du substrat aminci 

30 est bombardee par des ions afin de creer, dans le 
volume du substrat aminci et a une profondeur voisine 
de la profondeur moyenne de penetration des ions, une 
couche de microcavites separant le substrat en deux 
regions, la region situee entre ladite face bombardee 
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du substrat aminci* et la couche de microcavites 
constituant le film mince, 

- une etape de fixation du substrat aminci sur 
un deuxieme element support par mise en contact intime 

5 de la face bombardee avec une face correspondante du 
deuxieme element support, 

- une etape finale de traitement thermique 
destinee a porter la couche de microcavites a une 
temperature suffisante pour provoquer un clivage le 

10 long de la couche de microcavites* 

Avantageusement, les ions utilises lors de 
l 1 etape d' implantation sont choisis parmi les ions de 
gaz rares et de gaz hydrogene. 

L 1 amincissement peut etre effectue par une 

15 technique de rodage mecanique, de polissage mecano- 
chimique ou par attaque chimique, ou par une 
combinaison de ces techniques. 

Dans une etape de fixation, la mise en contact 
intime peut etre obtenue par des forces 

20 electrostatiques ou encore par 1 1 utilisation d'une 
colle ou encore par une technique de collage par . 
adhesion moleculaire renforce par recuit a une 
temperature inferieure a la temperature minimale qui 
permet de provoquer une separation entre les deux 

25 regions du substrat. Ce recuit renforgant l 1 adhesion 
moleculaire peut etre effectue en plusieurs phases 
alternant avec des phases d' amincissement . 

Par le terme de substrat, on entend aussi bien 
une structure monolithique qu'une structure 

30 multicouche. 

L f invention a encore pour objet une structure 
composee d'un support en un deuxieme materiau 
supportant un film mince en un premier materiau, 
caracterisee en ce qu'elle est obtenue par le procede 

35 defini ci-dessus. 
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L 1 invention s 1 applique particulierement au cas 
ou le premier materiau, constituant le film mince, est 
en silicium et ou le deuxieme materiau, constituant le 
support, est en silice. 

5 

Breve description des dessins 

L 1 invention sera mieux comprise et d'autres 
avantages et particularity apparaitront a la lecture 
10 de la description qui va suivre, donnee a titre 
d'exemple non limitatif, accompagnee des dessins 
annexes parmi lesquels : 

- la figure 1 illustre l'etape d 1 implantation 
ionique du procede selon I 1 invention, 

15 - la figure 2 illustre l'etape de mise en 

contact intime du procede selon 1' invention, 

- la figure 3 illustre l'etape d 1 amincissement 
du procede selon l 1 invention, 

- la figure 4 illustre l'etape finale de 
20 traitement thermique selon 1' invention. 

Description detaillee d ! un mode de realisation de 
1 1 invention 

25 Dans la suite de la description, et a titre 

d'exemple, l'etape d' amincissement concernera le 
substrat dans lequel est elabore, par implantation 
ionique, le film mince. Cet amincissement doit 
correspondre a un compromis entre un amincissement 

30 minimum du substrat, qui est necessaire pour eviter que 
le film mince ne se separe du support lors de l'etape 
de traitement thermique, et un amincissement maximum au 
dela duquel il y a risque, au cours du traitement 
thermique, de migration des microbulles (microcavites) 
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vers la surface "du substrat aminci avec pour 
consequence la formation de cloques. 

Le substrat n'est pas obligatoirement un 
substrat semiconducteur . Lorsque le substrat est 
5 semiconducteur, il peut comporter des elements de 
circuits integres. 

L f application du procede divulgue par le 
document FR-A-2 681 472 au report de silicium par 
exemple monocristallin sur un support (ou raidisseur) 

10 peut s'effectuer de maniere tout a fait differente 
selon la nature du materiau constituant le support. Si 
le support doit etre en verre, on peut trouver des 
compositions de verre telles que les coefficients de 
dilatation thermique sont suffisamment proches de ceux 

15 du silicium. Par exemple, du verre utilise pour la 
realisation d'ecrans a cristaux liquides presente un 
coefficient lineaire de dilatation thermique de 
4,3.10~6/°c alors que le meme coefficient est de 
2,6.10~6/°C pour le silicium. Ces coefficients sont 

20 suffisamment proches pour que le procede decrit dans le 
document FR-A-2 681 472 puisse etre applique sans 
probleme, 1 1 etape de traitement thermique pouvant etre 
menee entre 300 et 600°C. 

Si le support est en silice pure, des problemes 

25 peuvent survenir. En effet, la silice pure a un 
coefficient lineaire de dilatation thermique trop 
different de celui du silicium (5.10" 7 /°C) pour qu'une 
plaquette de silicium de 525 ym d'epaisseur par exemple 
mise en contact intime avec une plaquette de silice 

30 pure de 500 \im d'epaisseur puisse subir un traitement 
thermique a une temperature superieure a 200 °C. Lors 
d'un traitement thermique, la plaquette de silice pure 
ne se dilate pratiquement pas par rapport a la 
plaquette en silicium. II en resulte 1 1 apparition, lors 
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du traitement thermique, de contraintes mecaniques 
elevees qui provoquent le decollement des plaquettes. 

Par contre, le procede selon la presente 
invention permet d'obtenir un film mince de silicium 
5 sur un support en silice. Ce procede va etre decrit 
plus en detail ci-dessous dans l ! une de ses variantes 
d 1 application. 

En se reportant a la figure 1, un substrat de 
silicium 1 est soumis, au travers de I'une de ses faces 

10 principales referencee 2, a un bombardement d'ions 
portant la reference generale 3. Les ions peuvent etre 
des ions hydrogene implantes selon une dose de 
5.10l6/ cm 2 et une §nergie de 150 keV. On cree ainsi une 
couche 4 dite de microbulles gazeuses a une profondeur 

15 voisine de la profondeur moyenne de penetration des 
ions. La region 5 situee entre la face 2 et la couche 4 
constituera le film mince. 

Le substrat de silicium 1 est ensuite mis en 
contact intime avec un support 6, la face 2 du substrat 

20 1 etant adjacente a la face 7 du support 6. Cette mise 
en contact intime peut etre realisee par tout moyen 
connu, les surfaces des faces 2 et 7 ayant ete 
preparees en consequence. A titre d'exemple, la mise en 
contact intime peut etre obtenue par adhesion 

25 moleculaire apres nettoyage des surfaces de fagon 
appropriee ou par utilisation d f un film de colle epoxy, 
ou encore par pression de type electrostatique. 

II peut etre utile a ce stade de soumettre 
l 1 ensemble substrat-support a un recuit qui a pour 

30 objet de renforcer les forces de liaison entre le 
substrat 1 et le support 6. La temperature de ce recuit 
doit etre suffisante pour augmenter les forces 
d f adhesion entre les deux elements mais inferieure a la 
temperature qui conduit a la separation du film mince 5 

35 du reste du substrat- 
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L' etape suivante consiste en 1 1 amincissement du 
substrat de silicium 1. Cet amincissement peut se faire 
par polissage, par rodage mecanique ou mecano-chimique . 
Ces techniques d' amincissement peuvent etre combinees. 
5 Par exemple, on peut employer le rodage pour amincir la 
plaque de quelques centaines de pm. Le rodage creant 
des defauts d' ecrouissage sur quelques pm, ceux-ci 
peuvent etre enleves par attaque chimique. Dans le cas 
du silicium, on peut utiliser comme solution d 1 attaque 

10 l'hydroxyde de tetramethylammonium qui, a 80°C, possede 
une vitesse d' attaque de I'ordre de 20 pm/h. 
L' amincissement final obtenu doit etre tel que 
l'epaisseur de silicium restant soit suffisamment 
elastique pour supporter les contraintes induites par 

15 la temperature imposee lors de l'etape finale du 
procede. 

Cette etape d 1 amincissement peut etre 
effectuee, comme il a ete dit plus haut, avant la mise 
en contact du substrat 1 et du support 6, et meme avant 

20 I 1 etape d 1 implantation du substrat 1. 

La figure 3 montre 1' ensemble substrat-support 
apres amincissement du substrat 1, la masse enlevee du 
substrat etant representee en trait interrompu et la 
.partie amincie portant la reference 10. 

25 Afin de renforcer les forces de liaison entre 

le substrat 1 et le support 6, il peut etre avantageux 
d'effectuer une operation de recuit en plusieurs phases 
alternant avec des phases d' amincissement avec 
elevation progressive de la temperature de recuit. Dans 

30 le cas d ! un substrat en silicium et d'un support en 
silice pure, on peut avoir les recuits suivants apres 
mise en contact de ces deux elements et dans le cas 
d'un collage par adhesion moleculaire d'un support et 
d'un substrat ayant chacun 500 pm d'epaisseur environ : 
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- premier recuit a 100 °C pendant plusieurs 

heures, 

- amincissement du substrat implante de fagon a 
obtenir une epaisseur inferieure a 100 jam, 

5 - deuxieme recuit a 200 °C pendant plusieurs 

heures, 

- amincissement du substrat implante de fagon a 
obtenir une epaisseur inferieure a 40 pm. 

Lors de la dernier e etape, on procede a un 
10 traitement thermique isotherme qui chauffe de fagon 
homogene 1' ensemble constitue par le support 6 et la 
partie amincie 10 du substrat semiconducteur 1 a une 
temperature suffisante pour creer par effet de 
rearrangement cristallin et de pression dans les 
15 microbulles une separation entre le film mince 5 et le 
reste 11 de la partie amincie 10. C'est ce que montre 
la figure 4. 

En mettant en oeuvre le procede selon la 
presente invention, la partie amincie 10 a pu subir les 

20 contraintes de dilatation thermique imposees par le 
support 6 lors de 1' etape finale sans se decoller du 
support. La separation de la masse de silicium en deux 
parties dans le plan des microbulles gazeuses s'est 
effectuee correctement pour fournir un film mince de 

25 silicium 5 adherant a un support en silice 6. 

Dans le cas ou I 1 on choisit d ! amincir le 
support en parallele ou a la place du substrat, on 
opere de la meme fagon que precedemment decrit pour le 
substrat 



30 
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REVENDICATIONS 

1. Procede de fabrication d'un film mince en un 
premier materiau sur un support en un deuxieme 

5 materiau, comprenant : 

- une etape d 1 implantation ionique au cours de 
laquelle une face (2) d'un substrat (1) dudit premier 
materiau est bombardee par des ions (3) afin de creer, 
dans le volume du substrat et a une profondeur voisine 

10 de la profondeur moyenne de penetration des ions, une 
couche de microcavites (4) separant le substrat (1) en 
deux regions , la region situee entre ladite face 
bombardee (2) du substrat (1) et la couche de 
microcavites (4) constituant le film mince (5), 

15 - une etape de fixation par mise en contact 

intime de ladite face bombardee (2) du substrat (1) 
avec une face correspondante du support (6), 

- une etape finale de traitement thermique 
destinee a porter la couche de microcavites (4) a une 

20 temperature suffisante pour provoquer une separation 
entre les deux regions du substrat (1), 

le procede etant caracterise en ce qu'il comprend en 
outre une etape d 1 amincissement d f au moins 1 1 un desdits 
elements, substrat (1) ou support (6), l'epaisseur de 

25 l f element aminci etant telle que l 1 ensemble constitue 
par les elements fixes entre eux par ladite mise en 
contact intime peut subir l 1 etape de traitement 
thermique provoquant ladite separation tout en 
preservant ledit contact intime malgre les contraintes 

30 induites dans lesdits elements et resultant de la 
difference de leur coefficient de dilatation thermique. 

2. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que l 1 etape d 1 amincissement concerne 
le substrat (1), ce substrat etant aminci avant l r etape 

35 d' implantation ionique. 
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3. Precede * selon la revendication 1, 
caracterise en ce que l'etape d 1 amincissement concerne 
le substrat (1), ce substrat etant aminci apres l'etape 
d' implantation ionique et avant l'etape de fixation au 

5 support . 

4. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que l'etape d 1 amincissement concerne 
le substrat (1), ce substrat etant aminci apres l'etape 
de fixation au support et avant l'etape finale de 

10 traitement thermique. 

5. Procede de fabrication d'un film mince en un 
premier materiau sur un support en un deuxieme materiau 
comprenant les etapes suivantes : 

- une etape de fixation d'un substrat dudit 
15 premier materiau, presentant deux faces principales 

paralleles, sur un premier element support par mise en 
contact intime de l'une des faces principales du 
substrat avec une face correspondante du premier 
element support, 

20 - une etape d' amincissement dudit substrat a 

partir de son autre face principale, l'epaisseur du 
substrat aminci etant telle qu'il peut subir l'etape de 
traitement thermique posterieure tout en preservant 
tout contact intime desire avec d'autres elements 

25 malgre des contraintes induites resultant de 
differences de coefficients de dilatation thermique 
entre le substrat et ces autres elements, 

- une etape d 1 implantation ionique au cours de 
laquelle la face principale libre du substrat aminci 

30 est bombardee par des ions afin de creer, dans . le 
volume du substrat aminci et a une profondeur voisine 
de la profondeur moyenne de penetration des ions, une 
couche de microcavites separant le substrat en deux 
regions, la region situee entre ladite face bombardee 



WO 98/20543 



PCT/FR97/01969 



16 

du substrat aminci" et la couche de rnicrocavites 
constituant le film mince, 

- une etape de fixation du substrat aminci sur 
un deuxieme element support par mise en contact intime 

5 de la face bombardee avec une face correspondante du 
deuxieme element support, 

- une etape finale de traitement thermique 
destinee a porter la couche de rnicrocavites a une 
temperature suffisante pour provoquer un clivage le 

10 long de la couche de rnicrocavites. 

6. Procede selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 5, caracterise en ce que les ions 
(3) utilises lors de l 1 etape d 1 implantation sont 
choisis parmi les ions de gaz rares et de gaz 

15 hydrogene. 

7. Procede selon l f une quelconque des 
revendications 1 a 6, caracterise en ce que ledit 
amincissement est effectue par une technique de rodage 
mecanique, de polissage mecano-chimique ou par attaque 

20 chimique, ou par une combinaison de ces techniques. 

8. Procede selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 7, caracterise en ce que la mise en 
contact intime est obtenue par une technique de collage 
par adhesion moleculaire renforce par recuit a une 

25 temperature inferieure a la temperature minimale qui 
permet de provoquer une separation entre les deux 
regions du substrat. 

9. Procede selon la revendication 8, 
caracterise en ce qu'un recuit renforgant l 1 adhesion 

30 moleculaire est effectue en plusieurs phases alternant 
avec des phases d f amincissement . 

10. Structure composee d'un support (6) en un 
deuxieme materiau supportant un film mince (5) en un 
premier materiau, caracterisee en ce qu'elle est 
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obtenue par le procede selon l'une quelconque des 
revendications precedentes. 

11. Structure selon la revendication 10, 
caracterisee en ce que le premier materiau est en 
5 silicium et le deuxieme materiau en silice. 



